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TÓM TẮT 
Trong nghiên cứu này nhóm tác giả tập trung vào nghiên cứu tổng hợp hạt nano Cu(Zn,Sn)Se2 

(CZTSe) cho ứng dụng làm lớp hấp thụ ánh sáng trong pin năng lượng mặt trời. Các hạt nano sau 

khi chế tạo được phủ thành màng và được xử lý ở các điều kiện khác nhau. Hạt nano CZTSe được 

tổng hợp bằng phương pháp phun nóng ở nhiệt độ 220 C trong môi trường khí nitrogen. Hạt nano 

CZTSe đã thu được có cấu trúc hoàn toàn đơn pha và kích thước nằm trong khoảng 6-20 nm và độ 

kết tinh cao. Các màng mỏng CZTSe sau khi được xử lý nhiệt trong môi trường khí nitrogen cho 

thấy pha CZTSe bị phân hủy thành các pha khác. Ngược lại, khi xử lý các màng CZTSe trong môi 

trường hơi selenium thì sự phân hủy pha không được nhìn thấy, các hạt tinh thể có kích thước lớn 

(~ 1µm) được hình thành. Các kết quả này chỉ ra rằng các hạt nano CZTSe đã tổng hợp được rất 

tiềm năng cho ứng dụng làm lớp hấp thụ trong pin năng lượng mặt trời CZTSe. 

Từ khóa: pin năng lượng mặt trời; hạt nano CZTSe; phương pháp phun nóng; xử lý nhiệt; môi 

trường hơi selenium 
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ABSTRACT 
In this study, we focus on synthesizing Cu (Zn,Sn)Se2 (CZTSe) nanoparticles for applications as 

light absorber layer in solar cells. The nanoparticles after synthesis are coated into films and 

annealed at different ambiences. CZTSe nanoparticles are synthesized by hot-injection method at 

220 C in nitrogen ambience. The obtained CZTSe nanoparticles have a completely single-phase 

structure and the diameter is in the range of 6-20 nm and high crystallinity. The CZTSe thin films 

after being annealed in a nitrogen ambience show that the CZTSe phase is decomposed into other 

phases. In contrast, when CZTSe films are annealed in a selenium ambience, the phase 

decomposition was not seen, large crystal particles were formed and big crystal particles sized ~ 

1µm. These results indicate that the synthesized CZTSe nanoparticles have a great potential for 

applications as an absorbing layer in CZTSe solar cells. 
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1. Giới thiệu 

Các vật liệu bán dẫn có cấu trúc chalcopyrite, 

như Cu(In,Ga)(S,Se)2 (CIGS) hoặc 

Cu(Zn,Sn)(S,Se)2, đã thu hút được sự quan 

tâm của nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới 

cho ứng dụng làm lớp hấp thụ ánh sáng trong 

pin năng lượng mặt trời. Vật liệu 

Chalcopyrite có nhiều ưu điểm như hệ số hấp 

thụ cao [1], [2] dễ dàng điều khiển độ rộng 

vùng cấm [3], [4] và hiệu suất chuyển đổi 

năng lượng cao [5]-[8]. Hiệu suất của pin mặt 

trời CIGS đã đạt 22,9% và của CZTSe là 

12,6% [9], [10]. Phương pháp chế tạo pin mặt 

trời chalcopyrite khá đa dạng bao gồm chân 

không (phún xạ hoặc đồng bay hơi) và không 

chân không (phương pháp in, điện phân, quay 

phủ và SILLAR) [11]-[16]. Pin mặt trời 

CZT(S,Se) có hiệu suất chuyển đổi thấp hơn 

CIG(S,Se) nhưng vẫn được quan tâm nhiều  

vì chúng sử dụng các nguyên tố phổ biến như 

Zn và Sn. Pin mặt trời CZT(S,Se) có thể được 

chế tạo bằng các phương pháp khác nhau, 

chẳng hạn như in bằng hạt nano. Các hạt nano 

CZTS đã được sử dụng rộng rãi để phát triển 

lớp hấp thụ [17]-[21]. Hạt nano CZTS dễ tổng 

hợp bằng phương pháp phun nóng vì bột lưu 

huỳnh rất hòa tan trong dung môi ở nhiệt độ 

cao, chẳng hạn như oleylamine [22]. Mặc dù có 

các đặc tính thuận lợi, nhưng hạt nano CZTSe 

hiếm khi được sử dụng để chế tạo các lớp hấp 

thụ bởi vì quá trình tổng hợp hạt nano CZTSe 

khó khăn hơn so với CZTS do bột Se không tan 

được trong dung môi ở nhiệt độ cao. 

Trong bài báo này, nhóm tác giả nghiên cứu 

tổng hợp các hạt nano CZTSe phù hợp để chế 

tạo lớp hấp thụ cho pin mặt trời. Các hạt nano 

CZTSe cần có các đặc điểm sau: đơn pha, 

thành phần nghèo đồng, độ kết tinh cao và 

phân tán tốt trong dung môi hữu cơ. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Để tổng hợp các hạt nano CZTSe, trước hết, 

0,36 g viên selenium (độ tinh khiết 99,99%, 

Sigma, Aldrich) đã được hòa tan trong hỗn 

hợp 4 ml oleylamine và 0,5 ml hexanethiol 

(độ tinh khiết 95%, Sigma Ald Aldrich) được 

ký hiệu như dung dịch A. Tiếp theo, 1,2 

mmol đồng (II) acetylacetonate, 0,75 mmol 

bis (2,4-pentanedionato) kẽm (II) (độ tinh 

khiết > 96%, Công ty công nghiệp hóa chất 

Tokyo) và 0,75 mmol thiếc (IV) Bis 

(acetylacetonate) dibromide (độ tinh khiết 

97%, Aldrich) được trộn với 20 ml 

oleylamine (độ tinh khiết 70%, Sigma- 

Aldrich) trong bình ba cổ, đun nóng đến ~ 

60°C và khuấy từ trong 20 phút để đảm bảo 

hòa tan hoàn toàn tiền chất trong dung môi. 

Sau đó,  nhiệt độ được tăng lên 130°C và duy 

trì trong 30 phút và dung dịch chuyển từ trong 

suốt sang mờ đục do sự phân hủy của các tiền 

chất. Nhiệt độ sau đó được tăng lên tới 220°C 

và dung dịch A được phun vào. Quá trình 

phản ứng để tạo thành các hạt nano CZTSe 

được mô tả như sau: 

 

Sau khi phun, dung dịch được giữ ở nhiệt độ 

220°C trong 1 giờ để hoàn thành phản ứng và 

làm lạnh xuống nhiệt độ phòng. Cuối cùng, 

các hạt nano CZTSe được tách ra khỏi dung 

dịch bằng quay ly tâm và được phân tán trong 

dung môi Toluene để hình thành mực in nano 

ổn định. 

Thành phần pha và định hướng ưa thích của 

các tinh thể nano CZTSe được phân tích bằng 

nhiễu xạ tia X (XRD) (D8-Advance, Đức). Tỷ 

lệ nguyên tử của các nguyên tố trong hạt nano 

CZTSe đã được xác nhận bằng phổ tán sắc 

năng lượng tia X (EDX) (Jeol JSM-7600F) ở 

điện áp gia tốc 10 kV. Việc quan sát kích 

thước và tính đồng đều của các hạt nano 

CZTSe với độ phóng đại thấp được thực hiện 

trên kính hiển vi điện tử quét (SEM) (Jeol 

JSM-7600, Nhật Bản). Kích thước hạt, mặt 

phẳng mạng đã được đo bằng kính hiển vi 

điện tử truyền qua với độ phân giải thường và 

độ phân giải cao (HR-TEM) (JEM2100, Jeol). 
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3. Kết quả và bàn luận 

Hình 1 là ảnh SEM của các hạt nano CZTSe 

được tổng hợp ở nhiệt độ 220C dưới môi 

trường khí nitrogen bằng phương pháp phun 

nóng. Kết quả cho thấy sản phẩm thu được là 

các hạt nano có kích thước khá đồng đều với 

đường kính hạt dưới 20 nm. 

 

Hình 1. Ảnh SEM của hạt nano CZTSe được tổng 

hợp ở nhiệt độ 220C trong môi trường khí 

nitrogen bằng phương pháp phun nóng 

 
Hình 2. Giản đồ nhiễu xạ tia x của hạt nano 

CZTSe được tổng hợp tại 220C bằng phương 

pháp phun nóng 

Để nghiên cứu thành phần pha của các hạt 

nano đã thu được, nhóm tác giả đã tiến hành 

đo phổ nhiễu xạ tia x và kết quả được mô tả ở 

trong hình 2. Các đỉnh nhiễu xạ được nhìn 

thấy ở các vị trí của góc 2 là 27,26, 45,24 và 

53,63. Các vị trí này tương ứng với định 

hướng tinh thể (112), (220) và (312) của pha 

CZTSe (JCPDS 52 - 0868). Kết quả này cho 

thấy rằng, các hạt nano thu được sau phản 

ứng là hoàn toàn đơn pha CZTSe, các pha thứ 

cấp không được hình thành trong quá trình 

tổng hợp. Các đỉnh nhiễu xạ sắc nhọn, điều 

này chỉ ra độ kết tinh của các hạt nano CZTSe 

là khá cao. 

 
Hình 3. Phổ EDX của hạt nano CZTSe được tổng 

hợp tại 220C bằng phương pháp phun nóng 

Hình 3 là phổ tán sắc năng lượng tia x của hạt 

nano CZTSe được tổng hợp bằng phương 

pháp phun nóng. Kết quả cho thấy tỷ lệ 

nguyên tử của các nguyên tố trong hạt nano là 

Cu = 24,1%, Zn = 15,2%, Sn = 9,6% và Se = 

51,1%. Vậy công thức hoá học của hạt nano 

thu được là Cu0.97(Zn0.61,Sn0.39)Se2. Thành 

phần giàu Zn, nghèo Sn của hạt nano CZTSe 

thu được sau phản ứng chệch khỏi trạng thái 

cân bằng hóa học có thể do mức độ phản ứng 

khác nhau của các tiền chất kim loại [23]. Tỷ 

lệ nguyên tử của Cu/(Zn+Sn) = 0,97 cho thấy 

hạt nano đã tổng hợp được là nghèo đồng. 

Như vậy, hạt nano CZTSe thu được có đặc 

điểm đơn pha, thành phần nghèo Cu và Sn, 

giàu Zn phù hợp cho ứng dụng làm lớp hấp 

thụ ánh sáng trong pin mặt trời [24], [25] . 

Để nghiên cứu sâu hơn về kích thước hạt 

cũng như sự kết tinh của tinh thể, các hạt 

nano CZTSe đã được chụp bằng phép đo 

TEM ở độ phân giải thường và cao như được 

trình bày trong hình 4. Theo như kết quả, các 

hạt nano CZTSe có đường kính nằm trong 

khoảng ~ 6 - 19 nm. Theo như hình 4(b), các 

mặt phẳng mạng được nhìn thấy rõ ràng từ 

trong ra ngoài biên hạt, điều này cho thấy các 

hạt nano CZTSe kết tinh rất tốt và kết quả này 

cũng phù hợp với phổ nhiễu xạ tia x như đã 
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phân tích ở trên. Các hạt nano CZTSe là khá 

nhỏ, do đó chúng phân tán tốt trong dung môi 

toluene để hình thành mực in nano ứng dụng 

cho việc chế tạo màng mỏng bằng phương 

pháp in. 

 
Hình 4. Ảnh TEM (a) và HR-TEM của hạt nano 

CZTSe được tổng hợp ở 220C 

Sau khi tổng hợp thành công hạt mực in nano 

CZTSe, các màng mỏng đã được chế tạo trên 

đế kính phủ điện cực molybdenum bằng 

phương pháp in gạt để nghiên cứu đặc tính 

cấu trúc của màng hấp thụ ánh sáng cho pin 

mặt trời. Sau khi phủ lên đế molybdenum, các 

màng hạt nano CZTSe được xử lý ở 520C 

trong thời gian 20 phút dưới môi trường 

nitrogen và hơi selenium nhằm tinh thể hoá 

các màng. Hình 5 là giản đồ XRD của các 

màng được xử lý trong các môi trường khác 

nhau. Trường hợp xử lý trong môi trường khí 

nitrogen, ngoài pha CZTSe thì các pha thứ 

cấp gồm Cu2Se, SnSe và MoSe2 được quan 

sát thấy tại các góc nhiễu xạ 2 = 26,08, 

26,68, 31,22 và 34,12. Sự xuất hiện của pha 

thứ cấp cho thấy màng mỏng được chế tạo từ 

các hạt nano đơn pha CZTSe đã bị phân huỷ 

khi nung ở nhiệt độ cao trong môi trường khí 

nitrogen theo phản ứng: 

Cu2ZnSnSe4↔Cu2Se+ ZnSe + SnSe + Se [26]    

Phản ứng phân hủy vật liệu CZTSe ở nhiệt độ 

cao là thuận nghịch và phụ thuộc vào nhiệt 

độ, áp suất chung trong buồng xử lý nhiệt và 

áp suất riêng của các nguyên tố trong vật liệu. 

Hình 5(b) là giản đồ XRD của màng hạt nano 

CZTSe được xử lý trong môi trường hơi 

selenium. Chỉ có các đỉnh nhiễu xạ sắc nhọn 

của pha CZTSe được nhìn thấy trên giản đồ; 

các pha thứ cấp không xuất hiện trong màng 

sau khi nung. Điều này chỉ ra rằng, độ kết tinh 

của màng CZTSe đã tăng lên khá mạnh và 

quá trình phân huỷ pha CZTSe đã không xảy 

ra. Như vậy, lượng hơi selenium trong buồng 

xử lý nhiệt, ngoài việc giúp màng kết tinh tốt 

hơn còn có tác dụng ngăn quá trình phân hủy 

vật liệu CZTSe ở nhiệt độ cao [26].  

Hình 6(a) là ảnh SEM bề mặt của màng mỏng 

CZTSe sau khi được xử lý nhiệt trong môi 

trường khí nitrogen. So sánh hình ảnh này với 

ảnh SEM bề mặt màng CZTSe trước khi xử lý 

nhiệt trên hình 1 có thể thấy, màng CZTSe 

được xử lý trong môi trường khí nitrogen cho 

thấy có sự hình thành các hạt tinh thể từ hạt 

nano CZTSe. Tuy nhiên kích thước của các 

hạt tinh thể này vẫn còn khá bé. Mặt khác, 

như đã phân tích giản đồ nhiễu xạ tia x ở hình 

5, thành phần pha của màng trong trường hợp 

này là đa pha. Ngoài ra, các lỗ nhỏ cũng được 

nhìn thấy trên màng CZTSe sau khi xử lý 

nhiệt trong môi trường khí nitrogen. Do đó, 

các màng CZTSe xử lý trong môi trường 

nitrogen là chưa cho ứng dụng làm lớp hấp 

thụ trong pin mặt trời. 

Hình 6(b) là ảnh SEM bề mặt của màng xử lý 

nhiệt trong môi trường hơi selenium. Các hạt 

tinh thể có kích thước lớn ~ 1m đã được 

hình thành sau khi xử lý. So với màng xử lý 

trong môi trường hơi nitrogen, kích thước hạt 

tinh thể trong trường hợp này lớn hơn nhiều 
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lần. Kích thước tinh thể của màng CZTSe xử 

lý trong môi trường hơi selenium là hoàn toàn 

phù hợp cho ứng dụng làm lớp hấp thụ trong 

pin mặt trời. 

4. Kết luận 

Hạt nano CZTSe đã được tổng hợp thành 

công bằng phương pháp phun nóng. Các hạt 

nano sau khi chế tạo được là hoàn toàn đơn 

pha, kết tinh tốt, có kích thước trong khoảng 

6-19 nm, phân tán tốt trong dung môi toluene. 

Màng CZTSe, được chế tạo từ các hạt nano 

đã tổng hợp, sau khi xử lý trong môi trường 

khí selenium đã hình thành các hạt tinh thể 

lớn với kích thước ~ 1 m, hoàn toàn đơn pha 

và rất tiềm năng cho ứng dụng làm lớp hấp 

thụ ánh sáng trong pin năng lượng mặt trời 

CZTSe. 

 

 

Hình 5. Phổ nhiễu xạ tia x của các màng CZTSe 

được xử lý ở 520C với thời gian 20 phút trong 

môi trường (a) khí nitrogen và (b) hơi selenium 

1µm

1µm

(a)

(b)

 
Hình 6. Ảnh SEM bề mặt của màng CZTSe được xử 

lý trong các môi trường nitrogen (a) và (b) hơi Se 

Lời cảm ơn 
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triển Khoa học và công nghệ Quốc gia 

(NAFOSTED) trong đề tài mã số 103.02-

2017.45. 
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